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L'utilisation du dege de liberé du spin dans de<lerostructures semiconductrices asa
base de nombreux concepts dans le domaine de la spintronique et de lI'information quanti
Dans le domaine particulier de la spintronique le principefi ést la transformation d’'une
information de spin en sign&lectrique. Pour cela il esérnessaire de ritaiser i) I'injection
de spins dans le semiconducteur et ii) &eattionélectrique de la conservation du spin.

J'évoquerai dans un premier temps les diffieslgui apparaissent, en terme désdccord
d'impédance et de densid’etats” pour obtenir une injection de spins efficacpartir d’un
métal ferromagatique. Je montrerai comment I'insertion d’'une kEmgitunnel entre le &tal
ferromagretique et le semi-conducteur peut conduiréa restauration du courant de sgin
la surface du semiconducteur. J'illustrerai par deseegmces d’injection de spins dans des
baites quantiques d’'InAs et des gazlictrons bidimensionnels de GaAs.

Je discuterai ensuite d’e&pences d’injection et deédectionélectrique de spins dans des
puits quantiques de GaAs. J'exposerai les conditic@tesgsaires pour unékction de spin
efficace en terme de temps de vie de spins et temps de vie des porteurs dans le semi-condu
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